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1. Anschlufl von Speichern

1.1. Speicheranschliisge

Der AdreBbus ABO ... AB15 ermBglicht die Adressierung eines 64 K Byte-Speichers, dessen
Konfiguration nach Belieben zZusammengestellt werden kann.
Zur Anwendung kommen dergzeit folgende Speichersteckeinheiten:

{

K 3520 4 X Byte statischer Schreib-Iese-Speicher (s~RAM) n MOS
K 3525 16 K Byte dynamischer Schreib-Lese~Speicher

K 3820 16 K Byte programmierbarér Fegtwertsopeicher (EPROM)

- K 3521 4 K Byte Schreib-Lespe=Speicher CMOS

I

Durch die Signale WENMDIT und UWENMDLZ des Koppelbusses (siehe Busrichtlinie K 1520) kann
die Speicherkapazitdt von 64 K Byte auf das Doppelte erweitert werden (Codierbriicken
X6:2/3 = X7:2/3).

Der gesamte Speicher ist mit dem Systembus iiber folgende Bignale verbundens:

ABO oes AB15 AdreBbus
DBO +.0 DBT Datenbus

MEMERQ Speicheranforderung

RD Lesesteuersignal

WR Schreibsteuersignal

WEMDT Speichersperre

RDY Quittungssignal des Speichers

WATT WAIT-Anforderung an ZRE (Zentrale Recheneinheit)
TAKT Systemtakt

T Befehlglesezyklus

1.2. Ansteuerbedingungen

Alle Speichermddule gind durch ihre dynamischen Kennwerte auf das Signalspiel des gemein-
gamen Bussystems des K 1520 abgestimmt.
Folgende Bedingungen sind zu beachtens

Die Adresse muB mindestens 530 ns am Bus stabil anliegen. MREQ = low (aktiv) ist 140 =
240 ns nach Anliegen der giiltigen Adresse erforderlich. Das Signal bleibt bis zum Adrel-

wechsel aktiv. Es muB daebei mindestens 300 ns vor Schreibimpulsende WR = high gililtig sein
und bis zu dessen Ende anliegen, wenn der Speicher beschrieben wird.

WE = low muB spdtestens 300 ne vor dem folgenden AdreBwechsel gewdhrleistet sein und bis

zum AdreBwechsel aktiv bleiben.

Beim Lesen erscheint HD = low (aktiv) spdtestens 170 ns nach AdreBwechsel und bleibt min-
destens bis NMEEQ nach high aktiv. M1 wird wie die Adresse geschaltet.

Gelesene Daten sind‘spétesfens 450 ns nach Adrellwechsel gliltig.

30
poeon Adresse
) M1
: FREQ
—-'1"!0 bis
izw i . WR (beim Schreibzyklius)
B 8%
_'l_L- p———o RD (beim Lesezyklus)
--1 170ns 3



2. Allgsmeine Beschreibung

2.1. Technische Daten

Steckeinheiten Abmessungen: 215 mm x 170 mm
Steckraster: 20' mm
Steckverbinder: 2 © 58-pol,
Betriebsspsnnung: BEP & &% 5V
5N £-57V
5PG2 +57
12P & % 127
Einsatzklasse: oberhalb 40 °C ist Zwangebeliiftung erforderlich

2.2, Speicherorganisation

Die im Punkt 1.1. genannten Speichermodule stehen zur Verfiigung, die beliebig und mehr=—

fach bis zur Kapaszitdtsgrenze eingesetzt werden kdnnen (max. 64 K Byte).

Alle Speichermodule kbnnen entsprechend des Speichervolumens iiber Programmiereinrich— 1‘9
tungen auf den Steckeinheiten (Wickelbriicken oder auch Schalter) wahlweise zusammenw i
héngenden AdreBbereichen zugeordnet werden, wobei die Speicheranfangsadresse der Stecke
einheiten durch 4 K teilbare Werte annehmen.

Dadurch werden geschlossene Speicherbereiche garantiert, die den BErfordernissen der Pro=
gremmsysteme entesprechen. Adressen dilrfen dabel nicht mehrfach belegt werden.

Die Speichersteckeinheiten werden ein~ und ausgangsseitig auf den BUS geschaltet. Dadurch

igt der Einsatz der Speicher-STE steckplatzunabhingig.

Alle gpeicherspezifischen AdreB-, Daten- und Steuerleitungen des Busses sind durch Puffer~
gchaltkreise mit Low-Power-Schottky-Eingingen von den Steuer- und Speicherschaltkreisen
entkoppelt. Die Pufferschaltkreise der Datenleitungen arbeiten bidirektional und besitzen
einen "Tri-gtate"Zustand. Die erzeugten Steuersignale werden i{iber Open-Kollektor-Baustu~—

fen gusgesendet.

Die Geschwindigkeitssynchronisation zwischen ZRE und Speicher erfolgt durch eine “WAIT -
Steuerungt.

Das auf der entsprechenden STE erzeugte Quittungssignal RDY aktiv low wird gebildet, wenn

bei einem giiltigen Lese- oder Schreibgufruf die Adresse hardwarenmédBig erkannt wurde,

-
2.3. AnschluBbedingungen
Signalpegel
low~Potential: Einggnge - 1,0 V aso + 0,85 V
Ausginge OV oo + 0,45 ¥
high-Potential: Eingdnge + 2,0 V .. + 5,5V
Ausgidnge + 2,4 V ceo + 5,5V

Signalbelagtung

Alle von der Speicher-STE empfangenen Signale (AdreB-und Steuerbits, Dateneinginge)
werden mit max. 0,25 mA belastet. Datenausgang ist belastbar mit 15 TTL-LE. Open-Kollek-
tor-Ausginge der STE treiben max. 10 TTL-LE (16 mA). Diese Ausginge niisgen mindestens
einen Lastwiderstand besitzen (auch auBerhalb der STE).



Speicher-STE-gpezifische Signale:

Adremse

Daten

" RFSH
TAKT, M1

Signele, die

ABO ... AB15, 16 Bit
ABO ... AB9 adressieren dile Speicherchips (£ 1 K Bit), nachfolgende Bits
entachliisgeln AdreBgruppen und die hichstwertigen Bite wihlen die STE aus.

DBO .4« DB7, 8 Bit
Legen aus dem Speicher oder Schreiben in den Speicher wird gesteuert durch
die S8igrnale ED und WER.

Speicheranforderungssignal, es wirkt als Taktsignal filr den Speicher (TE
Einginge der Speicherchips).

Befehlseignal "Schreiben in den Speicher"
Es steuert die Funktion "Lesen" oder "Schreiben" der Speicherchips iiber
deren WE-Einginge.

Befehlggignal "Speicher lesen”
Bs bestimmt die Wirkungsrichtung der bidirektionalen Datenpuffer,

Speichersgperrgignal

WEWDT wird ilber den Systembus X1/B09 und die Signale NENMDIT/Z werden iiber
den Koppelbus geflihrt. Sie sind tiber Wickelbriicken bzw. Schalter zu pro-
grammieren.

- Briicke X6:1 - X7:1 geschlossen - WEMDT wirksam

- Briicke X6:2 - X7:2 geschlossen - NBENDIT wirksam

- Briicke ¥6:3 - X7:3 geschlosgen ~ MENDIZ wirksam

Das Sperrsignal schaltet die Dateﬁausgangspuffer in den "Tri-state'-Zu-
gtand und sperrt die CE-Eingénge der Speilcher. Die Datenausginge sind
hochohmig und k¥nnen von anderen externen Gerdten benutzt werden ohne
die entsprechende Speicher-STE zu belasten.

- Normalkonfiguration bei einer maximalen Speicherkapazitdt von 64 K Byte:
Briicke MENDI geschlossen
Briicke WEMDIT/Z offen

- AdreBerweilterung iiber 64 K Byte:
 Brilcke WEWDT offen ‘ ‘
Briicke VENDIT oder NMEMDIZ je nach gewiinschter Programmierung geschlossen
Beachte: Zusatzverdrahtung auf dem Koppelbus und Zusatzelektronik erfor-
derlichl

Steuersignal zum Auffrischen dynamischer RAM-Speicher

Systemtakt und Kénnzeichen "Befehlslesezyklus" - sind Steuersignale zur
Bildung des Signals WAIT.

von der Speicher-STE gebildet werden:

Daten

DBO ... DB7, 8 Bit

Die Funktionen "Speicher lesen" oder "Speicher schreiben" werden durch die
Steuersignale WR (iiber WE-Eingéinge der Speicherchips) und RD (Eingang DIEN
der Datenausgangspuffer £ Steuerung der Wirkungsrichtung) gesteuert.

Das Signal WAIT aktiv low ldst einen "WAIT"-Zyklus im Prozessor sus -

wihrend eines Befehlslesezyklug. Dieser Zyklus ist bei einer Speicher-
gugriffezeit = 450 ns erforderlich.

TDY aktiv low, wenn auf der betreffenden STE der adressierte Speicherplatz
hardwarem#Big vorhanden ist und zum Datenaustausch zur Verfiigung steht.



2.4, Bauelementebasis

Zur Anwendung kommen im wesentlichen folgende integrierte Schaltkreise:

Allge~ robo-—
Regligierung mein~ |Bezeichnung tron- |Sachnummer
typ Nr.
DDR RGW SU NSwW ESER
MH 3205 8205 U 205 |schneller 1 aus 8-De- SEC5 001=0x1T74=070
coder
MH 3212 |K 589/K12 |8212 U 212 |8 Bit par. Ein- und SE12 001=0=1T74-088
Ausgaberegister
MH 3216 |K 589/K16 (8216 U 216 |4 Bit bidirektionaler SE16 0071 =0e1 74071
Bugtreiber g
SNT75361 TTL zu MOS Treiber, PZ61
14~polig
K 565RU1A |1i2107B |X07B |4 K dyn. RAM Q 250 |001=0=1T74=0T75
(4096 x 1 Bit)
U 202 D 21024-4 [X2A4 1 K stat. RAM Q 240 |001=0-1T74=048
(1o2y = 1 Bt
U 555 2708 4708 1 KByte UV-1lBschb. PROM|Q 260 [001-0=50T7=~667
§ 6508 1 K stat. CMOS RAM Q 270 '
: (1024 x 1 Bit)
D 100 |VMH 7400 |K 155LA3 SNT400 T 100 |2-Eing.-Nand Gatter, PS00 001=0=50T==T701
4~fach
D103 |MH 7403 SNT7403 T 103 |2-Eing.-Nand Gatter, PS03 001=0=507=T702
offener Kollektor
D: 126 TLT426 |T 126 [2-Eing.-Nand Gatter, PS26 {001=0~507=T729
4-fach, offener Kollektor
D74 [MH 7474 |K 555TM2 |SN74T4 |T 174 |D-FF, 2-fach PS74 |001=0=507=T712
D 183 (UCYJM3 [E 155IM3 BNT7483 T 183 |4 Bit Volladder mit PS83 [001=0=1T74=~140
Ubertrag
D 186 K 555LP5 |SN7486 |T 186 |2~Bing.-Exklusiv-Oder, |PS86 [001=0-1T74~164
: 4-fach
D 200 8N74HOQ |T 200 |2-BEing.-Nand, 4-fach, PHOO
schnell
D 204 SN74HO4 |T 204 |Invexrter, 6-fach, PHO4 |001=0=507=733
gchnell
D 220 T 220 |4-Eing.-Nand, 2-fach, PH20
gehnell
D 400 K 158LA3 T 400 |2-Eing.-Nand, 4-fach,
¢ Low

<

Die Wirkungeweise der aufgefilhrten Bauelemente ist aus der technischen Unterlage "Bauele=
menteiibersicht" zu ersehen.

Die in der Tabelle aufgefithrten Aguivalenztypen von Bauelementen vergchiedener Hersteller
gind die vom Stand April 1980 empfohlenen. Die Angaben sind nicht volletédndig.



3. Operativspeicher QPS K 3520

3.1. Kurzcharakteristik

Der Schreib-Lese-Speicher (Operativspeicher) dient zur Speicherung aller variablen Daten
wihrend des Programmablaufs im Wikrorechner K 1520.

Er besteht aus einem 4 K Byte grofen statibchen nMOS~RAM-Halbleiterspeicher mit den zur
Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderlichen bipolaren Schaltkreisen.

3.2, Technische Daten

Speicherkapazitét: 4 K Byte (Matrix von 4 x 8 Speicherchips)

Speicherschaltkreistyp: Q 240 (1 K x 1.Bit; nMOS)

Zugriffarelits = 530 ns

Betriebsarten: "Legen" oder "Schreiben" als abgeschlossene
Zyklen in beliebiger Reihenfolge

Datenerhalt: Gespeicherte, Daten gehen bei Abschaltung der

Betriebsspannung verloren., Prinzipiell ist ein
Datenerhalt mdglich, wenn im Ruhezustand des
Speichers eine externe Spannung von auBen iiber
die Klemme 5 PG zugefilhrt wird. Sie muB = 2 V
sein.
Stromversorgung: 57V Is5%, $0,64

. fiir Steuerelektronik und Puffersc@altkreise

5T i 5 %, = 1,1 A fiir Speicherschaltkreise

3.3. Programmierung der Steckeinheit

3.3.1. Programmierfelder der Steckeinheit

Die Programmierfelder bestehen aus Wickelstiftpaaren, die wahlweise gebriickt werden kon-
nen (auch als Schalter ausgefiihrt).

oPS - K 3520

o X711 " :

2 3,0 -Bestuckungsseite -
Qb9
¢3¢
$z9
614 e
X8 X3 é'&'gXG

Al X2
Steckverbinder Steckverbinder
Abb. 1



3.3.2. AdreBcodierung

Die 16 AdreBleitungen werden auf der Speichersteckeinheit wie folgt verwendet:
ABO sos AB9 - interne Chipadressierung 2 1 K Bit

AB10, AB11 - Auswanl einer der 4 1 K-BlScke auf der SIE

AB12 .o AB15 - Auswahl der STE entsprechend der vorgegebenen Adressenzuordnung

Programmiervorgchrift

{lher 4 Codierbriicken X8:1 s.0 4, X921 ..e 4 wird dem Speichermodul ein wiklbarer zusam-
menhiéngender AdreBbereich von 4 K-Adressen zugeordnet.

Die programmierte Auswahleinrichtung erh#lt in bin#rer Verschliisselung die Anfangsadresse
des gewiinschten AdreBbereiches. Es ergibt sich eine durch 4 K teilhare Adresse.

Tgbelle zur Codierung der Anfangsadresse

Codierbriicken
Adrefibereich X8:1 - X9:1 | X812 — X9:2 | X8:3 - X9:3 | X8:4 ~ X9:4 -
-
0000 - OFFF - - - -
1000 - 1FFF - - - Briicke
2000 - 2FFF - - Briicke -
3000 - 3FFF - - Briicke Briicke
4000 - AFFF - Briicke - -
FO0O0 FERF Bricke Briicke Briicke Briicke
den Briicken
gind folgende A ~ A a
Wertigkeiten 32K g 16 K 8 K £4K
zugeordnet:
Beispilelsweise entspricht die CGodierung aller 4 Briicken elner Speicheranfangsadresse
dieger STE von
32 E+ 16 K+ 8K+ 4 K = 60K,
d, h, die Anfangsadresse dieser STE ist das 60. K £ FO00-
&

3.3%¢3. Auswghl des Speichersperrsignals MEMDI

Wickelbriicken
| X6:1 - XT7:1 | X6:2 — XT7:2 | X623 ~ XT7:3

¥EMDI (X1:B09) Briicke - -
WEMDIT (X2:421) - Briicke -
WENDI? (X2:B21) - - Briicke

Bei Bestiickung mit Schaltern entspricht "Briicke" dem geschlosgenen Schalters

3.3e4s "WA.IT“-Bildung

Von der Zugriffszeit der aufgerufemnen Speicherschaltkreise héngt es ab, ob wihrend des
Befehlezyklusses im K 2526 eine Zeitverldngerung durch das Steuersignal "WAITY" vorge-

nommen werden mubB.

8



Pir den allgemeinen Anwendungsfall gilt folgende Codierung:

- "WAIT"-Bildung im M1-Zyklus: Briicke X10:3 - X11:3 offen
- Unterdriickung der "WAIT"-Bildung: Briicke X10:3 - X11:3 geschlosgen

3.3.5. Betriebsspannungszufithrung 5 PG

Im Formalfall werden die RAM-Bausteine iiber die Betriebsspannung 5 PG versorgt. In Son-
derfdllen, wo die Anschliisse 5 PG auf dem Bus nicht belegt sind, kann die Spannung 5 PG
steckelnheltenseitig durch Brilckung der Wickelstifte X10:2 - X11:2 mit 5 P verbunden
werden,

3s4. Funktionsbeschreibung

3.4.1, Verwendungszweck

Der OPS K 3520 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als Operativspeicher
{atatischer Schreib-Lese~Speicher) eingesetzt.

3é4.2, Funktion

Auf der Bteckeinheit befinden sich die Funktionsgruppen:

- Spelcher-Matrix

~ Ein- und Ausgabepuffer
- Auswahlelektronik
Steuerelektronik

Die Wirkungewelse der Schaltung ist im Blockschaltbild Abb. 2 dargestellt.

Die Speichermatrix besteht aus 4 Gruppen zu je 8 Speicherchips Q 240. Jedes Chip enthdlt
1 XK Bit. Eine Gruppe von 8 Chipe bildet einen Speicherbereich von 1 K Byte.

Jede der 4 vorhandenen BlGcke wird durch ein gesondertes CE-Signal aktiviert.

Alle 10 AdreBeinginge der Speicherchips und der Steuereingang WE (Schreib-Lése-Steuerung)
8ind miteinander verbunden und werden -iiber Schottky-TTL-Pufferschaltkreise SE12 (42/3/4)
gespeist.

Bei den Datenausgangs— und -eingangsleitungen sind jeweils die gleichen Bits der 4 Spei-
cherbldcke parallel geschaltet und mit bidirektional arbeitenden Datenpufferschaltkreisen
8E16 (A5/14) verbunden, die die Verbindung mit dem Syestembus herstellen. Ist die STE
nicht angesteuert, sind die Datenpuffer hochohmig und belasten nicht den Systembus.

Die ebenfalle iiber SE12 verstérkten AdreBsignale AB10 und AB11 (A3) werden im 1 aus 8-
Decoder SEO5 (A9) decodiert und bilden eins der 4 Speichersnsteuersignale TET ... CET,
wenn gleichzeitig WREQ = low anliegt, WENMDI = high ist und die AdreBsignale AB12 ... AB15
entsprechend der Anfangscodierung der Wizkelbriicken ausgewdhlt wurde. Die Steckeinheit
wird angesprochen, wenn alle 4 Eingénge der Auswerteschaltung, die den umgeschliisselten .
AdreBbits AB12 ..« AB15 entsprechen, den Pegel high besitzen. AT7/8 = 0 ist das Freigabe-
gignal fiir den 1 gus 8-Decoder A9 und gibt das 4er-Nand AT7/6 frei, das TS der Ausgabew—
puffer bildet.

Dle Adrefidecodierung srfolgt durch den Exklusiv-Oder-Bgustein PS86 (A6) in Verbindung mit
der programmierten Anfangsadressierung durch das Programmierfeld X8-X9. Ein geschlossener
Schalter bzw. eilne Briicke schaltet das Potential low auf den Eingang des PS86,



ABO... 15
i)
WR

RD

TAKT
i

Eingangs-
puffer
fiir
Adresse
und

Steuer -

signale

10

Blockschaltbild K 3520

ABO..3
AB 10,11
WR . =d g
|
KHomperator - e
schalturng CET
‘ Sperrsignal
o e EEZ Speicher-
Block- anord -
auswahl S s nun
gz v vy
- 4x 1k Byte
(k=8 Chip)
CEG
AB12...15 1
MREQ Steuerelek -
MEMD tronik wund s :
;'F'SW - Adressenum- Datenpuffer
schildiiler
} DATEN
progr. STE - DBO..7
Anfangsadr. | ROY
RD
- e
WAIT - WATT :
AT Bildung - &
| iEl
Auswahl -
einrichtung iED
BAI
BAO
iETi
[EOT
Abb. 2



Das Freigabesignal, was die Bildung der TET ... CEf-Signale freigibt, aktiviert also
gleichzeltig auch die Datenausgangsverstirker zum Datentransfer iiber den Systembus.

RD steuert dabei die Wirkungsrichtung dieser Puffer. Uber A7/6 wird auch das Steuersignal
RDY gebildet und die Blockierung der "WATT"-Bildung-Funktionsgruppe aufgehoben, wenn die
Briicke X10:3 - X11:3 nicht gewickelt ist. WAIT wird von einer Schiebekette von 2 D-Flip-
Plops durch die Signale MT und TAKT gebildet. WALT und EDY werden iiber Open-Kollektor—
Baustufen auf den Systembus gefilhrt.

Die Signale zur Durchschaltung der Priorititenkette fiir die Interruptbearbeitung und fiir
die Busherrschaft im Systembus TEI, TEC und BEI, BAD sowie TEIT, TEOT sind auf der Spei-
chersteckeinheit jeweils miteinander gebriickt.

Um bei Netzausfall einen Datenerhalt der Speicherschaltkreise zu ermdglichen (durch eine
externe Stiitzung der Betriebsspannung), ist die Stromversorgung der STE in zwei Kreise
aufgeteilt. g

Die Speicherchips werden iiber die Klemmen 5 PG gespeist. Die gespeicherten Informationen
bleiben erhalten, wenn im Ruhestand des Speichers die Spannung 5 PG auf eine Schlafspan-
nung von minimal 2 V abgesenkt wird.Die Spannung 5 P filr die Puffer-, Auswahl- und Steu-—
erschaltkreise kann dabei abgeschaltet sein.

Damit beim Zu= und Abschaltvorgang der Spannung 5 PG keine undefinierten Ansteuerbedin-
gungen am Speicher wirksam werden kbnnen, die zum Datenverlust oder Datenverfdlschen
fithren, werden die UE-Signale konjunktiv mit einem internen Speichérsperrsignal ver-
kniipft. Dieses Sperrsignal, gebildet in der Komperatorschaltung (V5/V11), wird low, so-
bald die Betriebsspannung 5 P die untere Toleranzgrenze untersqpreitet. Damit ist sicher-
gestellt, daBl der Treiber PS26 (A11) dann kein sktivierendes Ansteuersignal fiir die Spei-
cher aussenden kann.

Die Briicke X12-X13 muB geschlossen sein.

Uber die mit der Spannung 5 PGI verbundenen Arbeitswiderstiénde der Open-Kollektor~Trei-
berbaustufen wird auch im Schlafzustand der erforderliche high-Pegel am CE-Eingang der
Speicherchips aufrechterhalten.

Stitz- und Siebkondensatoren‘'‘in der Leitungsfilhrung der Betriebsspannungen 5 P und 5 PG
verhindern kurz-— und langfristige Stdrungen.

11



4, Operativspeicher O0PS K 3521

4.1. RKurzcharakteristik

Im Schreib-Lese-Speicher (Operativespeicher) OPS K 3521 werden wdhrend des Programmab-
laufs im Mikrorechner K 1520 variable Daten gespeichert. Im Gegensatz zum OPS K 3520
bleiben die Daten auch nach einer zwischenzeitlichen Programmunterbrechung durch Netz-
abschaltung am Rechmer fiir eine vorgegebene Haltezeit fur die weitere Programmabarbei-
tung erhaltens

Der OPS K 3521 besteht aus dem STE-Typ 012-7012 mit indirektem Steckverbinder. Er ist
ein 4 K Byte statischer Halbleiterspeicher, bestiickt mit CMOS-Bausteinen und den zur
Entkopplung, Auswahl und Ansteuerung erforderlichen bipolaren Schaltkreisen.
Zusitzlich befindet sich auf der STE die zur Stiitzung der Speicherbetriebsspannung ge-
hérende Logik einschlieBlich der Stiitzspannungsquelle.

4.2. Technische Daten

Speicherkapazitéat: 4 K Byte

Speicherschaltkreistyp: Q 270 bei STE 012-7012 (pinkompatibel)
Q 271 bei STE 012-T7131 (nicht pinkompatibel)
1 Kx 1 Bit; CMOS

Zugriffszeits = 530 ns )

Betriebsaﬁt: "Legen" und "Schreiben" als abgeschlossene
Zyklen in beliebiger Reihenfolge.

Datenerhalts: Durch gepufferte NK-Akkumulstoren, die sich auf
der STE befinden, wird bei Netzausfell die Be-
triebsspannung fiir die Speicherschaltkreise ge-

stitzt.
Datenhaltezeit £ 200 Stunden
Stiitzspannungsquelle: Reihenschaltung von 3 NE-Knopfzellen mit je

1,2 V und 0,225 mAh Typ KBL 0,225 vom VEB GLZ
nach TGL 22807

Stromversorgung: 5P=5VIs5®% =0,648
fiir Steuerelektronik und Pufferschaltkreise
5P¢ =5V %5%, =40 mA
fiir Speicherschaltkreise und Akkuladestrom

e + 12 %
12 R =26 L 35 %, = 10ma

Wechselspannung zur Erzeugung der Hilfsspannung
fiir die Batteriespannungsiiberwachungsschaltung.
Sie muB mind. 200 ms vor dem Zuschalten der
Systemspannungen 5 P und 5 PG anliegen.
Stiitzspannungsiiberwachung: Vor dem Zuschalten der Systemspannungen bewertet
eine Kontrollschaltung den Spannungszustand der
Batterie und speichert das Ergebnis ab, -
Im Betriebszustand kann die Aussage
- Stiitzspannung war groler als die minimale
- Stiitzespannung war gleich Schlafspannung der
- Stiitzspannung war kleiner| Speicherschaltkreise
angezeigt werden (V9) oder logisch auf den Bus
ausgewertet werden — iiber das Steuersignal SUE.
LED-Anzeige ein bzw BUE = low £ der Aussage:
Datenerhalt war gesichert.
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4,3. Einsatzbedingungen fiir den Stiitz-Akkumulator

Die NK-Knopfzellen werden in Einzelgehsusen gehaltert, die an der Griffseite der STE sn-
geordnet sind. Das Wechseln der EKnopfzellen ist im gestreckten Zustand der STE mdglich
und kann auch im Betriebszustand des Rechners erfolgen. .

Wghrend der Lagerung und des Transportes sind die Knopfzellen auf der STE nicht zu be-
stiicken. Es wird davon ausgegangen, daf bei einer Neubestlickung grundsdtzlich geladene
Zellen zum Einsatz kommen. Im Betriebszustand werden die Zellen mit einem mittleren La-
destrom von 5 mA geladen (stidndige Pufferung). Dieser Strom fithrt auch bei Grenztempera-
turen nicht zu Uberladungserscheinungen an den Zellen. Der maximal vorkommende Entlade-
strom bei abgeschaltetem Rechner betridgt 500 pA. Der reale Wert hingt von den konkreten
Typen und der Qualitédt der CMOS—Schaltkreise ab und kann zwischen wenigen pA bis zu

500 pA bei 5 V Betriebsspannung streuen. Ausg diesen Vorgaben ergibt sich gls Richtwert,
daf der Ladezustand der Zellen erhalten wird, wenn die Ladezeit allgemein ein Siebentel
der Entladezeit betrégt.

Die Lebensdauer der Akkus wird durch die nutzbare mAh~Kapazitdt der Zellen bestimmt.
Angaben dazu sind in der Einsatzvorschrift des Akkuherstellers und in der TGL 22807 g
festgelegt. Da die Einsatztemperatur im K 1520 bis zu 60 g betragen kann, entstehen
hohe Belastungen fiir die NK-Elemente. Tempersturen iiber 35 °¢ bewirken zunehmende
chemische Umsetzungen der sktiven Masse, die die Kapazitidt und damit die Lebensdauer
erheblich reduzieren. Eg gelten daher laut Qualitétsvereinbarung folgende zusidtzliche
Einsatzbedingungen:

Erfolgt der Betrieb der Zellen im Temperaturbereich bis 40 °¢ bei zusatzlich insgesamt
einer Woche Spitzentemperaturen bis 60 OC, go ergibt sich eine garantierte Lebensdauer
der Zellen von einem Jahr, wobei die.Lebensdauergrenze bei einer nutzbaren Kapazitdt

von 100 mAh definiert ist. Besteht die Grenztemperatur von 60 °C iiber einen langen Zeit-
raum, S0 verringert gich die definlerte Lebensdauer auf 3 Monate.

Aus diesen Garantiewerten ist abzuleiten, daB dis Zellen bei BErreichen der angegebenen
100 mih-Grenze auszuwechseln sind, wenn eine Datenhaltezeit von £ 200 Stunden sicher
gewdhrleistet werden muB.

Reduziert man die Anforderungen an die langen Datenhaltezeiten, so lassen sich die Zellen
noch nutzen, wenn die Kapazitdt von 100 miAh unterschritten ist. Die reale thermische Be-
lastung ilber die Zeit ist aber in der Praxis schwer erfalibar, so daB der Kapazitédtszu-
stand der Zellen nicht exakt vorhersagbar ist. Ein Okonomischer Einsatz der Zellen wird
ermbglicht, wenn im Betrieb unter konkreten Einsgtzbedingungen im Endprodukt praktische
Werte fiir den Akkutausch abgeleistet werden. :

Als Kriterium flir die nutzbare Grenzkapazitdt und den dabei erreichbaren Ladezusgtand kann
die Anzeige der Batteriespannungsiiberwachungsschaltung genutzt werden. Wird im Zustand
des Datenerhalts die Batteriespannung auf der STE wiederholt gemessen und sinkt bei Ein—'
haltung normaler Lade~ und Entladezyklen unter 3,2 V, dann sind die Zellen auszutauschen.

Neben den zus#dtzlichen, bereits erwihnten, Qualitétsvereinbarungen bei Temperaturen iber
35 OG, gelten die Festlegungen der TGL 22807 und die Behandlungsvorschrift des Akkuher-
gtellers iiber Lagerung und Binsatz der Zellen.

Ist im Rechner eine Totalentladung von Zellen sufgetreten, sind diese auBerhalb des
Rechners mittels Ladegerat nach Vorschrift des Herstellers zu laden. Der Ladezustand bel
der Lagerung von Zellen ist durch regelmdBige Erhaltungsladungen zu sichern. Eine Ladung
von volletdndig entladenen Zellen auf der STE mit dem geringen Strom von ca. 5 mA fiihrt,
nicht zur vollen Ausnutzung der Nennkapazitit der Zellen.

Eine Lagerung von entladenen Zellen ist bis zu einer Lagerzeit von einem Jahr ohne Ein-
schrinkung der elektrischen Parameter mdglich, wenn die Umgebungstemperatur- 20 of & 5 O
und die relative Luftfeuchte 60 % T 15 % eingehalten werden. Danach miissen sie unbedingt
mittels Ladegerédt 2 bis 3, mal mit Nennstromen geladen und entladen werden, bevor sie im
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Rechner eingesetzt werden kinnen.

Enopfzellen anderer Hersteller mit wvergleichbaren elektrischen und konstruktiven Daten
kbnnen eingesetzt werden, wenn die Behandlungsvorschriften dieser Erzeugnisse entspre-
chende Beachtung finden. Es kUnnen sich dabei Einschrénkungen in den technischen Daten
der Speicher-STE beziiglich BEinsatzbedingungen und Datenhaltezeit ergeben.

4.4. Programmierung der Steckeihheit

Die Programmierung exfolgt analog der Speichersteckeinheit OPS K 3520 (siehe Punkt 3.3.).

4.5. FPunktionsbeschreibung

4.5.1. Verwendung

Der OPS K 3521 wird im Brzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als Operativspeicher
{(statischer Schreib-Lese-Speicher) eingesetzt, dessen Daten auch bei Systemspannungsab-
schaltung iber eine gewisse Haltezeit gesichert werden.

4.5.2. Funktion

Die Grundschaltung des OPS K 3521 entspricht der des OPS K 3520 (siehe Punkt 3.4.2.).
Er ist nur nicht filir eine externe Stlitzung der Betriebsspannung fiir die Speicherschalt-
kreise vorgesehen.

Da unterschiedliche CMOS-RAM=-Schaltkreise zum Einsatz kommen, gibt es 4 STE-Typen mit
gleicher logischer Schaltung:

- STE 012-7012, 012-7017, RAM pinkompatibel zum U 202
-~ S8TE 012-7131, 012=7136, RAM nicht pinkompgtibel zum U 202

Die STE beinhsltet die Funktionsgruppens:

~ Speichermatrix
- BEin- und Ausgabepuffer
- Auswahl- und Steuerelektronik » <!

Sie gind mit denen des OPS K 3520 weitgehend identisch und werden hier nicht beschrieben.
Aus dem Blockschaltbild zum OPS K 3521 sind die flir den CMOS-Speicher zusidtzlichen
Schaltteile ersichtlich. ’

Im Betriebszustand wird die Speichermatrix von 5 PG iiber Pufferschaltung mit der Be-
triebgspannung 5 PGI versorglt. Eine Betriebsspannung von 5 PGI ist auch bei den RAM-
Bausteinen erforderlich. Diese Spannung bewirkt die Ladung der Stiltzbatterien Gl ...

G3, wobei der Vorwiderstand (R26) den Ladestrom auf ca. 5 mA begrenzt,

Die Pufferschaltung, bestehend aus den Transistorschaltungen V6, V10, blockt bei Ausfall
der Systemspannungen (5 P und 5 PG) die Batteriespannung vom Eingang ab, damit keine Aus-
gleichgtrome flieBlen kUnnen.

Der Kondensator C4 verhindert beim Zu- und Abschalten der Systemspannungen grofere Span-—
nungseinbriiche (dynamischer Stromanstieg liber den RAM~Bausteinen beim Zu-und Abschalten).
Gleichzeitig werden Prellerscheinungen bei der Kontaktierung der Knopfzellen unterdriickt
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(C5:1 ... C5:16). Die Spannung der Stiitzakkus kann im vollgeladenen Zustand ca. 4,1 V
betragen, Wird die Spannung < 3 V, liegt der Entladezustand vor. Der Nennwert der Bat-
teriespannung betrigt ca. 3,6 Va

Die um den Spannungsabfall iiber dem Vorwiderstand R26 verringerte Spannung 5 PGI liegt
an den Speichsraschaltkreisen an. Bs ist die Sechlafspannung der CMOS-RAM-Bausteine (bei
Q 271 < 2 V). Sie bewirkt, daB Entladestrtme von S 500 pA flieBen.

Bei kleineren Schlafspannungen als im Datenblatt angegeben, tritt ein Datenverlust im
Speicher ein.

Die nachfolgende Batteriespannungsiiberwachungsschaltung bewertet den Pegel der Spannung
5 PGIL, um den Datenerhalt zu sichern, bever die eigentlichen Systemspannungen 5 F und

5 PG zugeschaltet werden.

Das Prinzip dieser Schaltung ist aus dem Blockschalthild ersichtlich.

Am Widerstand R19 wird die erforderliche Referenzspannung eingestellt. Am Eingang 05 des
Operationsverstirkers MAA 741 liegt die zu tiberwachende Batteriespannung des Akkus. Der
A16 ist so dimensioniert, daB bei einem Absinken der Batteriespannung unter 2 V die
Leuchtdiode V9 verlischt (A16/10 wird low). Gleichzeitig geht das Steuersignal SUE auf
low A15/03; A12/11 und ist am Koppelbus X2:B22 guswerthar.

Bs gilt:
- BUE = high
LED-Anzeige V9 leuchtet: 5 PGL = minimale Schlafspannung
Datenerhalt ist gesichert
- BUE = low

LED-Anzeige V9 leuchtet nichts 5 PGI < minimale Schlafspannung bzw;Akkus_sind
nicht bestiickt
Datenerhalt ist nicht garantiert

Der FP~-Speicherkreis ist so dimensioniert, daB eine Abspeicherung der Vergleicheraussage
unmittelbar nach der Einschaltflanke der Hilfaspannung 5 PH erfolgf. Zu diesem Zeitpunkt
diirfen die Systemspsnnungen 5 P und 5 PG nicht anliegen, da sie zu einer Beeinflussung
der Stiitzepannung fithren. Bin auftretendes Signal "low" an der Vergleicherbaustufe gtellt
jederzeit das FF in den Fehlerzustand.

Die fiir die Funktion dieser Schaltung erforderlichen Hilfsspsnnungen 5 PH und 5 NH werden
durch eine schnelle Gleichrichtung aus einer voreilenden Wechsgelspannung von 26 T, gewon-
nen, Pir eine sichere Bewertung der Stiitzspannung muB die Wechselspannung mind. 200 ms
vor den Systemspannungen anliegens
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5. Operativspeicher OPS K 3525

5.1. Kurzcharakteristik

Mit dem Schreib-Lese-Speicher (Operativspeicher) 0PS K 3525 werden variable Daten wihrend
des Programmablaufe im Mikrorechner K 1520 gespeichert.

Aufgrund des hohen Integrationsgrades der verwendeten Speicherschaltkreise Q 250 kinnen
rdumlich kleine und billige Speicher aufgebaut werden.

Verwendung findet der Steckeinheitentyp 012-7121 mit indirektem Steckverbinder. Auf der
STE befindet sich ein 16 X Byte groBer dynamischer Halbleiterspeicher mit 4 K x 1 Bit-
nMOS—Speichersbhaltkreisen.

AuBerdem enth#dlt die STE folgende Funktionsgruppens:

- Ein- und Ausgabepuffer

- Auswahlelektronik
- Ansteuerelektronik

5.2. Technische Daten

Speicherkapazitédt: 16 K Byte
(Matrix von 4 x 8 Speicherchips vorgesehene Ab-
riistvarianten: 8 K und 12 K Byte

Speicherschaltkreistyps Q 250
4 K x 1 Bit; nMOS
Zugriffazeit: % 350 ns
Betriebsarten: "Tegen" oder "Schreiben" als abgeschlossene

Zyklen in bheliebiger Reihenfolge.
Eine statische Anateuerung des Speichers iiber
einen Zeitraum > 4 ps ist nlcht zuldssig.
Datenerhalt: Bei Abschaltung der Betriebsspannung geht die
Information verloren.
Aller = 2 ms muB durch eine spezielle Refresh-
Steuerung die Speicherzelle regeneriert werden.
Diese Steuerung ibernimmt die ZVE des MR K 2526.
Stromversorgungs: 5P: +5VIs5%, 30,64
12 P: + 12 V¥ 5%, 30,55 4
5N: -5V *5%, =50 pA
Der Strombedsxrf bei 12 P ist sehr stark von der
Betriebsart des Speichers abhingig. Der o. g.
Wert ergibt sich im Halt-Zustand des MR.
Piir das Speicherbauelement ist vom Hersteller
vorgeschrieben, daB die Spannung an jedem Pin,
bezogen auf die Betriebsspannung 5 N, gtets
positiver als - 0,3 V bleiben muB. Das ist nur
gewdhrleistet, wenn bei Anlegen der Spannungen
12 P und 5 P unbedingt die 5 N am Baustein
wirksam i8t.
Aufgrund dieser Vorgaben wird fiir die STE eine
Reihenfolge der Spannungszu- und -abschaltung:
5N -5P - 12 P und eine Ausfalliiberwachung bel
12 P und 5 P vorgeschrieben.
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5.3« Programmierung der Steckeinheif

5¢3.1. Programmierfelder dex STE

Die Programmierfelder kidnnen als Wickelsgtiftpsare oder zum Tell auch als Mikroschalter
auggefiihrt sein. Entsprechend der Zuordnung der Wickelstiftpaare miissen Briicken gewickelt
werden., Die entsprechende Belegung auf der STE ist aus Abb. 4 ersichtlich.

X8 X9
in 0PS - K 3525
019 - Bestiickungsseite -
020
olo
0 00
X110 X1 xiz
X6 x7
ojo
020
olo
X1 xe
Stecicverbinder Steckverbinder
¢
Abb. 4

5e3.2., Adressenzuordnung

Die 16 AdreBsignale werden wie folgt verwendet:

ABO ... AB11 - interne Chipadressierung

AB12, AB13 ~ Auswahl einer der vier 4 K-Bldcke auf der STE in Abhidngigkeit von der
Adresmenzuordnung der STE

AB14, AB15 ~ Auswshl der STE in Abhdngigkeit der programmierten Adressierung durch
X8:3;4 ~ X9:3;4 (Anfangsadresse des Speicherbereiches dexr STE)

Festlegung der Anfangsadresse der STE:

Uber die 4 Wickelbriicken (bzw. Schalter) X8:1 ... XB:4; X9:1 ... X9:4 wird der STE OPS

K 3525 ein wdhlbarer zusammenhtingender AdreBbereich von 16 K Byte zugeordnet. &
Wit dem Programmierfeld kenn in bindrer Verschliisselung die Anfangsadresse des gewlinsch-

ten Adrelbereiches festgelegt werden. Piese Adresse 18t ein ganzzahliges Vielfaches von

4 K.

AdreBbereich Wickelbriicken

X8:4 — X9:4 | X823 ~ X9:3 | BB:2 — X9:2 | XB:1 - X921
0000 - 3FFP = - - -

1000 - 4PFF - - >t Briicke
2000 -~ 5FFF - - Briicke -
3000 - GIFF B - Briicke Briicke
4000 THEF - Briicke - -

A ;

CO00 — PEEFR Briicke Briicke - -

Adressenzu- :
ordnung bei 2 32K 2 16 K
beschalteter
Briicke

18
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5.3¢3s Auswshl des Speichersperrgignals MEMDT

Wickelbriicken
Signal X631 ~ X7:1 | X6:2 - XT7:2 | X623 ~ XT7:3
MEMDT (X1:B09) Briicke - : -
MEMDI1 (X2:421) - Briicke -
MEMDI2 (X2:B21) - - Briicke

5e3+4. Bildung von "WATT"

Von der Zugriffozeit der svfgerufenen Speicherschaltkreise hingt es ab, ob widhrend des
Befehlszyklus im MR K 2526 ein "WAIT"-Zyklus durch das Steuersignal WEIT = O sngefordert
werden muBe.

Fir den allgemeinen Anwendungsfall kann die Einstellung wie folgt vorgenommen werden:

= Bildung von "WAIT" im Mi-ZykIus: Briicke X10-X11 geschlossen
Briicke X11-X12 offen

~ keine "WAIT"-Bildung: Briicke X11-X12 geschlossen
Briicke X10-X11 offen

5elds Funktionsbeschreibung

S5ebel. Verwendungszweck

Der OPS K 3525 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als Operativspeicher
. {dynamischer Schreib-Lese-Speicher) eingeseltzt. Mit Hilfe der verwendeten Speicherbau-
steine sind billigere und kapazitdtsmiBig groBe Operativspeicher im Mikrorechner reall-
Sierbal‘. ;

5 odo2e Funktion
Auf der Speichersteckeinheit befinden sich folgende Funktionsgruppen:

- Schreib- und Leseansteuerung
- Auswahlelektronik
- BEin- und Ausgabepuffer

Eine eigene Regenerierungssteuerung, die bei Verwendung von dynamischen RAM-Schaltkrei-
sen erforderlich ist, ist auf der Speichersteckeinheit nicht vorhanden.

Das Auffrischen der Speicherinhalte muB durch eine geeignete "Refresh"-Ansteuerung von
auBen erfolgen; iiber die AdreBleitungen ABO ... AB6 und das Signal TFSH aktiv low (ilber
den Bus). Die Wirkungsweise der Schaltung geht aus dem Blockschaltbild (Abb. 5) hervor.

Der Speicher besteht aus 4 x 8 Speicherbausteinen Q 250, die eine Kapazitdt von 4 x 4 K
Byte 2 16 K Byte ergeben. Die AdreBsignale ABO ... AB11 und das Schreibsteuersignal WR
gind durch Schottky-TTL-Pufferschaltkreise SE12 (43/4/2) vom Bus entkoppelt. Die Signale
liegen pafallel an allen Speicherbausteinen.

Die AdreBleitungen widhlen beim Aufruf Speicherzugriff die entsprechend adressierte Spei-
cherzelle (8 Bit Aufrufbreite) zum Beschreiben oder Lesen aus oder sie adressieren beim
Auffrischaufruf eine Zeile von 64 Speicherzellen in jedem Baustein. Bei diesem YRFPSH" -
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Aufruf werden alle 4 Bldcke (4 x 4 K Byte) iiber den CE-Treiber A5/6 (2-fach TTL-MOS-
Treiber) gleichzeitig angesteuert.

Die Auswahl der 4 Speicherbltcke beim Schreib-/Leseaufruf erfolgt iiber einen 1 aus 8-
. Decoder SEO5 (A10) durch Bildung CE1 ... CE4-Signals in Abh#ngigkeit von den umge-—
gchlilsgelten AdreBbits AB12K und ABI13K.

Die Ansteuerbedingungen sind:

- Schreib-/Leseaufruf: NMREQ . MEMDI . RFSH
-~ Auffrischaufrufs RFSH . MREQ

Wehrend des Auffrischzyklus werden iiber A8/12 durch das Signal FFSH = low die TE-Ein=-
génge der Speicherbausteine auf "high'" geschaltet. Damit bleiben die Datenausgiénge hoch-
ohmig und es tritt ausgangsseitlg keine Beeinflussung durch die ausgewdhlte STE guf.
Uber den 1 aus 8-Decoder A10 und dem speziellen CB-Treiber P361 A5/6 werden die entspre-
chenden Bldcke auf der Speichermatrix angewshlt. Sobald ein CE-Signal im Schreib- baw.
Leseaufruf gebildet wird, werden auch die bidirektional arbeitenden Datentreiber SE16

A7 und A11 aktiviert (TS AT/A11 iiber A9-A8/02).

Das Steuersignal BD steuert dabei die DatenfluBrichiung dieser Datentreiber. Beim Lesen
ist RD = low und die Daten sind vom Speicher auf den Bus geschaltet.

Da zwischen Datenein- und Datenauggang der Speicherelemente ein Polaritdtswechsel vor-
liegt, miissen die Daten vor dem Binschreiben negiert werden (A8, A12).

Gleichzeitig mit der Bildung des Signals T8 flir die Datentreiber wird iiber die Open-
Kollektor-Baustufe A15 das Signal HDY = low gebildet und die "WAIT"-Bildung am Eingang
R des FF Al4 freigegeben, sofern die Briicke X11-X12 nicht geschlossen ist (vergleiche
Punkt 2.3.4a ).

Bei Speicherelementen mit hoher Zugriffszeit kann beim Befehlslesen somit eine Zyklus-
verlangerung durch einen "WAIT"-Takt eingeschoben werden.

Gebildet wird WAIT iiber die beiden FF A14, gesteuert durch die Signale TAKT und MT,
Durch diese Schiebekette ist das Signal WAIT solange low, wie zur Einblendung eines TW-
Taktes durch die ZRE nttig ist. Durch eine Open—Kollektor-Stufe A15/06 ist das Siganl
auf den Bus geschaltet.

Die AdreBbits AB12 ... AB15, die auf der STE die Blockauswahl vornahmen, werden in Ab-
héngigkeit der Programmierung der Anfangsadressierung durch die Briicken X9:1 ... X9:4;
X10:1 ... X10:4 zur internen Adresse AB12K ... AB15K durch den Adderbaustein A13 umge-
rechnet. Die Funktionsweise dieses Adderbausteins T 183 ist aus Punkt 6.4.2.2. zu ersehen.
Das PFreigabesignal fiir den 1 aus 8-Decoder A10 wird nur gebildet, wenn die AdreBbite
AB14X und AB15K 0-Potential besitzen. Dann adressleren die Bit ABI12K und AB13K die
Speicherblécke der SB5TE.

Die Prioritétenketten BAL; BAO
TET; TEO
TETT; TEOT gind guf der Steckeinheit nur gebriickt.
Kurz— und langseitige Stbrungen auf der Betriebsspannung werden durch Sieb- und Stiitz-

kondengatoren gesiebt.

Beachtel

Aufgrund der spezifischen dynamischen Eigenschaften der dynamischen RAM-Bausteine (8tér-
beeinflussung) ist die Speichersteckeinheit K 3525 in der Nghe der ZRE und in Systemen
mit Buserweiterung mittels Busverstirker BVE im Prim#rbus anzuordnen.
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6. Programmierbarer Festwertspeicher FFS K 3820

6.1. Kurzcharakteristik

Mit Hilfe des programmierbaren Festwertspeichers PFS K 3820 ist es mdglich, nicht varisb-
le Daten (Festdaten) zu speichern. Ein Datenerhalt ist such nach Abschaltung bzw. Ausfall
der Betriebsspannungen gewdhrleistet. Auf der STE (Typ 012-T041) befindet sich ein 16 K-
Byte groBer programmierbarer Festwertspeicher (EPROM-Speicher) mit den Funktionsgruppen:

~ Entkopplung (Ein- und Ausgabepuffer)
~ zur Auswahl und Ansteuerung der Speicherbauelemente.

Die EPROM-Speicherchips sind iiber 24-polige DIL-Steckfassungen auf der Steckeinheit kone
taktiert. Dag Programmieren der EPROM~Schaltkreise erfolgt auBerhalb der STE auf einem
EPROM~Programmiergerédt. Eine Anderung der gespeicherten Leseinforamtionen ist nur mittels
Programmiergerdt moglich,

6.2. Technische Daten

W
Speicherkapazitéat: i 16 K Byte (Anordnung von 16 Speicherchips)
Speicherschaltkreistyp: Q 260
1K x 8 Bit; nMOS
Zugriffezeits = 350 ns
Betriehsgart: "Tegen" als abgeschlossener Zyklus (Programmieren
und Ldschen der Speicherbauelemente ist nur extern
mit Programmiergerdt moglich),
Datenerhalt: Iat auch nach Abschaltung bzw. Ausfall der Betriebse-
spannung gewdhrleistet.
Stromversorgung: 5P = 5 Wk 5%, 5 0,94
5N=-5V%5%, 20,54
12P= 12vi5%, 50,94
Beachtel
Die Spannung 5 N darf nicht spater als 10 ms nach
Zuschalten von 5 P bzw, 12 P ihren Nennwert errei-
chen und hochstens 10 ms vor Wegfall der 5 P bzw,.
12 P abschalten. L

6.3. Programmierung der Steckeinheit

6.3.1. Programmierfelder der Steckeinheit

Die Auswahlfelder bestehen aus Wickelstiftpaaren oder Mikroschaltern. Im ersteren Fall
erfolgt die Codierung durch das Wickeln von Briicken.
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603.2, Adressenzuordnung

Die 16 AdreBleitungen des Systembusses haben folgende Zuordnung:

ABO oo AB9Y - interne Chipadressierung

AB12 ... AB15 - Durch Umschlisselung wird im Speicher die Adresse AB12K ... AB15K
wirkeam. Sie ergibt sich aus der stellenrichtigen Subtraktion der
im Programmierfeld X8-X9 ausgewdhlten Anfangsadresse der STE und
der angelegten Adresse AB12 ... AB15.

AB10, AB11 - Auawshl einer der 16 1 KByte-Bliocke der STE (Chipauswshl)

ABT4K, AB15K STE wird ausgewdhlt, wenn beide Signale O-Potential besitzen

Fegtlegung der Anfangsadresse der STE:

Die 4 Wickelbriicken bzw., Schalter erhalten in bin#rer Verschliisselung die Anfangsadresse
der STE innerhalb des Gesamtspeichers des MR. Die Programmierung erfolgt durch entspre-
chende Briicken des Programmierfeldes X8:1 ... X8:4, X9:1 ... X9:4. Diege Adresde ist ein
ganzzahliges Vielfaches von 4 K.

Wickelbriicken
Adreﬁbereichn XB:4 — X9:4 | X8:3 = X9:3 X8:2 ~ X9:2 | X821 = X9:1
0000 - 3FFP - - - -
1000 - 4FFF - - - Briicke
2000 - 5FFF - - Briicke -
3000 - 6FFP - - Briicke Briicke
4000 - TFEF - Briicke - -
§000 ~ FFFF Briicke Briicke = o
Wertigkeit
der Wickel-— £ 32 K £ 16 K 2 8 K 2 4K
briicke

6.3.3. Belegung der EPROM-Bauelemente auf der STE

Die programmierten EPROM~Bauelemente befinden sich auf DIL-~Steckfassungen. Die Belegung

geht aus Abb.

7 hervor. Esg ist aber zu beachten,

daB die in der Abbildung genannten

Adressen relativ zur programmierten Anfangsadresse der STE zu werten sind.
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6.3.4. Auswahl deg Speichersperrsignals MEMDI

Wickelbriicken
Signal X6:1 - X721 | X632 ~ X7:2 | X633 ~ XT7:3
MEMDI  (X1:B09) Briicke = o
MEMDI1 (X2:421) - Briicke -
MEMDIZ2 (X2/B21) - - Briicke

<

Bei Verwendung ven Schaltern entspricht "Briicke" dem geschlossenen Schalter.

6.3.5. Bildung von "WAIT"

Von der Zugriffszeit der verwendeten Speicherbauelemente héngt es ab, ob wihrend des Be-
fehlszyklus im MR eine Zeitverlsngerung ilber "WAIT" vorgenommen werden mulBl.
Es gilt folgendes:

- Bildung von "WAIT" im M1-Zyklus: Briicke X10-X11 offen
—~ keine "WAIT"-Bildung: Briicke X10-X11 geschlossen

6.4, FunktionsBbeschreibung

6.4.1. Verwendungszweck

Der PFS K 3820 wird im Erzeugnisprogramm "Dezentrale Datentechnik" als programmierbarer
o
Festwertspeicher (nur Lese-Speicher) eingesetzt und erh&lt feste Programme oder Daten.

6.4.2, Funktion
6.4.2.1. Funktionsbeschreibung

Auf der Steckeinheit befinden sich folgende Funkitionsgruppens:

- fpeichermatrix

= Ein- und Ausgabepuffer
~ Auswshlelektronik

- Steuerelektronik
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Die Wirkungsweise der Schaltung ist aus dem Blockschaltbild (Abb. &) zu ersehen.
Die Speichermatrix besteht aus 16 Speicherbausteinen Q 260 zu je 1 K Byte Speicherkapa-
zitat. ,
Die AdreBeingénge ABO ... AB9 liegen parallel an allen Eingingen der Speicherchips an,
sie werden Uber Schottky-TTL-Pufferschaltkreise SE12 (A2/3) verstdrkt. Die Datenausginge
DO0 ..s DOT sind ebenfalls parsllelgeschaltet und iiber die Datenpufferschaltkreise SE16
(A7/8) auf den Systembus gefithrt. Diese Ausginge sind "Tri-state"-Ausginge.
Die Auswahl und der Aufruf der 1 K-Speicherbereiche erfolgt iiber 16 TS-Signale. Liegt
ein Speicheraufruf vor, wird iiber zwei 1 gus 8-Decoder SE05 (A5, A14) eines der 16 T8-
Signale aktiv mit low. Der adressierte Speicherplatz wird gelesen.
Die Umcodierung der iiber den Bus angelegten AdreBbits AB12 ... AB15 wird durch den Adder—
baustein PS83 vorgenommen (siehe Punkt 6.4.2.2.).
Dieser Adderbaugtein A1 verknlipft die angelegte Adresse AB12 ... AB15 mit der im Auswahle—
feld codierten Bereichsanfangsadresse. BEs entstehen am Ausgang die internen STE~Adressen
AB12K ... AB15K,
Die Adrefibits AB10, AB11 und die umcodierten Bits AB12K und AB13K (FO/F1) bilden durch
den Decoder SEOS5 A5/A14 die Auswahlsignale TST ... U516 der Speicherchips, vorausgesetzt,
die Ausginge des Adderbausteins AB14K und AB15K (F2/FP3) geben die Decoder iiber das Nand
A12 frei (MENDI und RFSE = high).
Gleichzeitig wird mit dem Freigabesignal (A12/6 = 0) iiber das Nand A12/8 TS = low fiir die
Datenpuffer AT/8 gebildet und die Daten aus dem Speicher auf den Bus geachaltet. Das
Netzwerk fiir die Bildung des Steuersignals "WAIT" wird ebenfalls freigegehen (Eingang R
{A10) = high). Ist die Briicke X10~X11 nicht gesetzt, wird aus der mit den Signalen M7 und
TAKT gesteuerte Schiebekette aus 2 FF A10 das WAIT = low aktiv abgeleitet und iiber die
Open-~-Kollektor-Baustufe A13 auf den Bus geschaltet.
Die Bildung des Signals RDY wird bei den Festwertspeichern vom Datenausgang der Speicher-—
chips abgeleitet. Das hat den Vorteil, daB das Signal neben der Aufrufbestdtigung der STE
auch eine Aussage ilber das hardwarem#Bige Vorhandensein des adressierten ROM-Speicher—
chipg bringt. Ausgewertet wird, ob die Datenleitung einen gililtigen Logikpegel hat oder ob
der hochohmige "Tri-state"-Zustand vorliegt. Dazu reicht aus, wenn ein Datenbit durch die
Komperatorschaltung AS10 (A11) bewertet wird,
Liegt der hochohmige Zustand vor, werden die Spannungspegel an den Eingingen des Kompera—
tors so eingestellt (durch die zwei Spannungsteiler), daB der Ausgang A11/09 low ist. Bei
einem gelesenen Logikpegel auf der Datenleitung werden die Potentiale an den Spannungs-
teilern iiber die Eingangsdioden so verindert, dal am Eingang eine positive Steuerspannung
entsteht. Der Ausgeng wird high und bildet RDY = low (aktiv).
Zur Durchschaltung der Prioritdtenketten fiir die Unterbrechungsbearbeitung und fiir die
Busherrschaft im Systembus werden die Klemmen: IEL, TEO

BAT, BED

TETT, TEOT miteinander gebriickt.

Kurz—~ und langzeitige Storungen auf den Betriebsspannungen 5 P, 5 N und 12 P sind durch
Folien~ und Elektrolytkondensatoren abgeblockt.

6.4.2,2. AdreBdecodierung durch 4 Bit Volladder PS83

Uber den 4 Bit Volladder SN 7483 (£ T 183) erfolgt die AdreBdecodierung fiir die Auswshl
der ROM~Chips dieses Festwertspeichers. Die BEingidnge AO, A1, BO, B1 und CO werden ver-
knlipft zu PO, F1 und dem Halbbytelibertrag C$62. A2, A3, B2, B3 und C2 filhren zu F2, ¥3 und
C4. Der Ausgang C4 ist in diesem speziellen PFall der Speicher-STE nicht angeschlossen.
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